Straturi de AIN crescute pe siliciu prin metoda reactiilor chimice de
transport cu urme de azot polimerizat
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Lucrarea este consacrata dezvoltarii tehnologiei de obtinere a straturilor epitaxiale de nitrurd de
galiu pe siliciu prin metoda HVPE ( Hydride Vapor Phase Epitaxy ). Sintetizarea GaN nemijlocit pe siliciu
este complicat de realizat din cauza interactiunii la temperaturi inalte dintre siliciu si azot, degajarea
galiului sub forma de picaturi, deteriorarea suprafetei substratului. Interactiunea poate fi atenuatd cu
ajutorul unui strat buferal de AIN crescut pe suprafata siliciului in conditii optimale la etapa initiala de
crestere a straturilor de GaN. In procesul de determinare ale acestor conditii in straturile de AIN au fost
depistate mai multe faze cristaline, inclusiv si de azot polimerizat - compus cu proprietiti energetice
exceptionale [1, 2].

Sintetizarea straturilor A" - N/Si(111) a fost realizati in sistemul ( H,— HCl —Al — Ga - NH3 ) intr-
un reactor de cuart cu incélzire rezistiva, la presiunea atmosferica. Hidrogenul, purificat cu un filtru de
paladiu, s-a utilizat ca gaz de transport. Transportul precursorilor de Ga, Al s-a realizat cu un flux de
clorurd de hidrogen dizolvat in hidrogen. Ca sursda de azot s-a folosit amoniacul. Proprietatile
cristalografice si compozitia fazelor au fost analizate prin metoda XRD ( X - rey diffraction method ) la
Universitatea din Tallinn ( on a Rigaku Ultima IV system ) cu utilizarea radiatiei monocromatice CukK, (A
= 1,5406 A, 40 kV, 40 mA ). Fazele cristaline au fost identificate folosind bazele de date JCPDS( Joint

Committee on Powder Diffraction Standards). Dimensiunile cristalitelor si constantele retelelor cristaline
au fost calculate utilizand versiunea 1.4.03 ( Rigaku PDXL ). Formula Debye-Scherrer a fost folosita la
calculul dimensiunilor cristalitelor.

Depunerea straturilor AIN s-a efectuat in intervalul de temperaturi 500 + 1150 °C cu durata 30 +
600 sec. La temperaturi mai joase de ~ 800 °C straturile, de obicei, sunt amorfe, pot fi usor inliturate de pe
suprafata substratului. in structurile AIN/Si obtinute la 1100 °C timp de 40 sec, afard de AIN si Si (a =

5.429 A ), au fost depistate urmitoarele faze : Polymeric nitrogen (pN) (a=b=c=3.503 A;a=p=vy=
90° ; Crystallite size (Cs) = 227 A); Cristobalite —a (low) (a=b=4.902 A, c=6.8A; . =B =y=90°; Cs
=530 A ); Quartz HP, syn (a=b=4.554,c=5.169 A; a.=p =90°, y=120° ; Cs = 1536 A ). In straturile
de GaN crescute la 1035°C pe structuri AIN/Si (stratul de AIN fiind depus la 1100 °C ) au fost obtinute
modificari cubice a nitrurii de galiu ( a = 450 A ) , a nitrurii de aluminiu (a = 4.298 A ) precum si

hexagonale de quartz HP (a = 4.564; b = 5.420 , A ). Urme de pN in acest strat de GaN nu au fost depistate.

Straturi epitaxiale de GaN au fost obtinute pe straturi buferale de AIN crescute la temperaturi mai mari de ~
1000 0CAcu durata din intervalul 120 + 40 sec si grosimile de ~ 100 nm.
In structurile A™-N/Si(111) , afara de siliciu, au fost depistate doui faze poli morfice a bioxidului

de siliciu: o - cuartul si o - cristobalitul, o modificatie cubica a cuartului metastabild la temperatura
camerei, [3]. De asemenea au fost descoperite si urme de azot polimerizat (pN) cu retea cristalina cubica.
Din toate sursele de literatura , accesibild noua, pana in prezent azot polimerizat in straturile de AIN, GaN,
AlGaN nu au fost depistate . In ultimul timp interesul pentru azotul polimerizat a crescut considerabil ca
fiind cel mai efectiv, ecologic pur, capabil sa fie utilizat in absenta oxigenului , combustibil.
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